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１．概要（Summary ） 

本研究では、２端子素子の中で多経路確率共鳴現象

を起こすことを目指している。昨年度までに有機分子

とカーボンナノチューブを組み合わせた確率共鳴素

子を作製し、雑音源として有機分子の構造揺らぎを利

用した確立共鳴素子を作成した。しかし、結果として

高い確立共鳴を実現するには至らなかった。その理由

として非線形応答と雑音源を両方ともに接合点の分

子に求めた為、両者が切り分けられず、効果の改善が

上手くできなかったことが挙げられた。本年はその両

者を明確に分け、まずは非線形応答を確実にもたらす、

ボトムコンタクト型単層カーボンナノチューブ電界

効果トランジスタ（SWNT－FET）作製条件を模索し、

これに成功した。 

２．実験（Experimental） 

SiO2熱酸化膜 100nm 付き高ドープ Si 基板に電子線

描画装置によって電極部分を描画し、電極部分のレジ

ストを除去する。その後反応性イオンエッチング（Ｒ

ＩＥ）装置用いてエッチングを行い、電極部となる

SiO2 部 分 を 約 50nm 程 度 削 除 す る 。 そ し て

Ti(10nm)/Au(40nm)を真空蒸着し、リフトオフを行う

ことで埋め込み電極を作製した。SiO2平面から飛び出

た金属部分は拠点外における機械研磨装置を用いて

で研磨し、平坦化を行った。酸化膜に分子修飾するこ

とで作製した電極上にスピンコート法によって SWNT

を分散させて電極間に架橋させ、多数の伝導経路を形

成させた。本年度においては SWNT－FET の性能におけ

る電極の形状及び金属種等との関連を詳しく調べた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に作製した SWNT－FET の AFM 像及び出力特性

を示す。分子修飾による表面改質によって、スピンコ

ート法によっても安定して電極間に SWNT を架橋させ 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 (a) Atomic force microscope image of SWNT－
FET. (b) Typical ID-VD characteristic of the SWNT－
FET. 

ることに成功した。 

 また、SiO2と電極の段差を変化させることで、より段

差のない平坦電極の方がより多い SWNT を架橋させる

ことが判った。さらに電極段差が異なるだけにも関わら

ず、FET の伝達特性に差が見られた。これは電極と

SWNT の接点が FET特性に影響を及ぼしている為であ

ると考えている。これらの結果を次年度からの確立共鳴

素子作製に生かしていきたい。 

４．その他・特記事項（Others） 

・用語説明 確率共鳴とはある単安定系(興奮系)に入力

する信号に雑音が加わることによって最適化される現

象である。多数の単安定系の非線形応答が積算されるこ

とで微弱信号の検出効率が飛躍的に向上する。 
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